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DINAMICA ELETRONICA EM NANOMATERIAIS: INTERACOES ELETONICAS EM PONTOS

QUANTICOS

Henrique B Nunciaroni*, Gabriel Nagamine e Lazaro Padilha

Resumo

Neste trabalho, utilizamos técnicas de espectroscopia ultrarrapida para mapear a dinamica eletrdnica em semicondutores
nanométricos, do tipo nudcleo/liga/casca. As amostras estudadas apresentam a estrutura InNP/ZnSexS1-x/ZnS, onde X
assume quatro valores diferentes entre zero e um. A medida que diminuimos a porcentagem de ZnSe, esperamos que
as funcdes de onda dos portadores figuem cada vez mais localizadas no nicleo de InP, assim, pretendemos observar

uma forte mudanca na dinamica bi-éxiton no estado excitado?.
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Introducgéo

A Figura 1 abaixo apresenta a estrutura dos pontos
guénticos estudados, assim como, as sobreposi¢des das
funcbes de onda para as diferentes amostras. Podemos
observar em 1(b) que, a medida que alteramos a
proporcéo de ZnSe para menos, a funcéo de onda dos
portadores tende a ficar mais localizada no nicleo da
amostra.
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Figura 1: Em (a) temos o modelo das amostras estudadas. Ja
em (b) esta ilustrado a localizagdo das fung6es de onda.

Logo, podemos inferir que, conforme a proporcao de ZnSe
aumenta, as interagbes entre os portadores de carga
diminuem, uma vez que, as sobreposicdes das fun¢bes de
onda sdo menores. Devido a isso, é esperado que a
interacdo Auger! seja menos intensa nas amostras com
percentual maior de ZnSe.

Para medirmos as interagGes Auger! utilizamos a técnica
experimental de absor¢cdo transientel. Na configuragédo
experimental, usamos um pulso de laser de
aproximadamente 3,1eV como fonte de excitacdo, para a
prova, usamos valores variados de acordo com o primeiro
pico de absorcéo linear de cada amostra.

Resultados e Discusséao
Na Figura 2, apresentamos os resultados experimentais
normalizados, para cada amostra, juntamente com a

estatisticas de Poisson que modela matematicamente
efeito Auger? (vide referéncia 1).
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Figura 2: Resultados experimentais para cada amostra.

Podemos observar que a dindmica eletrbnica para todas
amostras em questao é dependente da poténcia incidente e,
respeita 0 modelo estatistico de Poisson. Portanto, o
fendmeno observado representa o efeito Auger. Visto essas
dependéncias, podemos computar o decaimento rapido
através de um software apropriado, que representa o
resultado final deste trabalho, tempo de vida do efeito Auger.
A Figura 3, ilustra os resultados finais.
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Figura 3: Apresenta tempo de vida do efeito Auger das
amostras em relagdo por porcentagem de ZnSe
Conclusdes

Analisando os resultados através da Figura 3, podemos
concluir que a quantidade de ZnSe influéncia muito pouco no
resultado final. Observe que, a amostra 1, se considerarmos
a barra de erro, apresenta praticamente o mesmo tempo de
vida Auger da amostra 4. Portanto, nossa expectativa de uma
forte relacdo do efeito Auger com a porcentagem de ZnSe
nao foi observado.
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